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１．概要（Summary） 

SQUID(超伝導量子干渉計)は高感度な磁場センサと

して広く応用されている。現在材料として広く用いられて

いる Nb は酸化やサンプル接触による劣化などの課題が

あり、我々は同等の超伝導転移温度 Tcを有するダイヤモ

ンドを用い、堅牢な SQUID の作製に取り組んでいる。本

研究では4.2 K以上での動作を目指し、Tc=10 Kの(111)
セクターのみで構成されたジョセフソン構造を作製した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】   
レーザー露光装置、12 連電子銃型蒸着装置、シリコン深

堀エッチング装置、ワイヤーボンダー 
【実験方法】 

浅い段差を形成するために、HPHT(111)単結晶ダイ

ヤモンド基板にレーザー露光装置でマスクパターンを形

成し、12 連電子銃型蒸着装置で Ti/Au(30/100 nm)マス

クを蒸着した。その後シリコン深堀エッチング装置で酸素

プラズマにより 45 nm 程度ダイヤモンドをエッチングし、

浅い段差を形成した。マスクを除去した後、浅い段差形成

と同様の手順で選択エピタキシャル成長用の Ti/Au マス

クを蒸着し、川原田研究室にて超伝導ボロンドープダイヤ

モンド成膜を行った。最後にサンプルホルダーとダイヤモ

ンド基板をワイヤーボンダーによりボンディングした。電気

特性の測定には NIMS ナノフロンティア超伝導材料グル

ープ高野研究室の物理特性測定装置を用いた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した浅い段差(45 nm)によるジョセフソン接合の段

差部分の SEM 像を Fig. 1 に示す。右側半分はエッチ

ングした領域である。段差付近で(111)ダイヤモンド層が

ぶつかるように成長しており、weak link が形成されてい

る。次に電気特性の結果を示す。抵抗-温度特性より二

段階の超伝導転移が観測された。二度目の転移温度が

7.0 K であり、Nb のジョセフソン接合に匹敵する値となっ

た。Fig. 2 は 4.2 K における電流-電圧特性を示しており、

ヒステリシスの無い特性が得られた。また、ジョセフソン接

合のパラメータ IcRnの値は 0.26 mV でジョセフソン接合

として妥当な値となった。 
以上の結果より、浅い段差によるジョセフソン接合は、

4.2 K 以上で動作可能であることが示唆された。同時に

4.2 K で動作可能な SQUID の実現も期待される。 
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Fig.1 SEM image around the step 

Fig.2 Current-Voltage characteristic at 4.2 K 


